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Aufbau



  

Funktionsweise



  

Ausgangkennlinie

Sperrbereich:

Linearer Bereich:

Sättigungsbereich:
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Grundschaltungen



  

Sourceschaltung

● Spannungsverstärkung >> 1

● Hoher Eingangswiderstand

● Hoher Ausgangswiderstand

● Spannungsverstärkung 

● Ausgangswiderstand
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Drainschaltung/Sourcefolger

● Spannungsverstärkung ~ 1

● Hoher Eingangswiderstand

● Niedriger Ausgangswiderstand

● Spannungsverstärkung

● Ausgangswiderstand
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Gateschaltung

● Spannungsverstärkung >1

● Niedriger Eingangswiderstand 

● Hoher Ausgangswiderstand 



  

Schalter positive Spannung



  

Schalter negativer Spannung

 



  

Quellen

● https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistor

● http://www.elektronikinfo.de/strom/feldeffektgrundschaltungen.
htm

● Tietze-Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, 12. Auflage

● Laborskript Praktikum Grundlagen Bauelemente, Oktober 
2014
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